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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成20年4月3日(2008.4.3)

【公開番号】特開2003-229734(P2003-229734A)
【公開日】平成15年8月15日(2003.8.15)
【出願番号】特願2002-340511(P2002-340511)
【国際特許分類】
   Ｈ０３Ｆ   3/50     (2006.01)
   Ｈ０３Ｆ   3/45     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０３Ｆ   3/50    　　　　
   Ｈ０３Ｆ   3/45    　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成20年2月15日(2008.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】半導体装置及びそれを用いた電子機器
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トランジスタと、
　一方の電極が前記トランジスタのゲートに電気的に接続された容量素子と、
　一方の端子が前記トランジスタのゲートに電気的に接続され、他方の端子が前記トラン
ジスタのソース又はドレインの一方に電気的に接続された第１のスイッチと、
　一方の端子が前記容量素子の他方の電極に電気的に接続され、他方の端子が第１の配線
に電気的に接続された第２のスイッチと、
　一方の端子が前記容量素子の他方の電極に電気的に接続され、他方の端子が前記トラン
ジスタのソース又はドレインの他方に電気的に接続された第３のスイッチと、
　一方の端子が前記トランジスタのソース又はドレインの他方に電気的に接続され、他方
の端子が第２の配線に電気的に接続された第４のスイッチと、
　一方の端子が前記トランジスタのソース又はドレインの他方に電気的に接続され、他方
の端子が第３の配線に電気的に接続された第５のスイッチと、
を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　第１のトランジスタと、
　一方の電極が前記第１のトランジスタのゲートに電気的に接続された容量素子と、
　ソース又はドレインの一方が前記第１のトランジスタのゲートに電気的に接続され、ソ
ース又はドレインの他方が前記第１のトランジスタのソース又はドレインの一方に電気的
に接続された第２のトランジスタと、
　ソース又はドレインの一方が前記容量素子の他方の電極に電気的に接続され、ソース又
はドレインの他方が第１の配線に電気的に接続された第３のトランジスタと、
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　ソース又はドレインの一方が前記容量素子の他方の電極に電気的に接続され、ソース又
はドレインの他方が前記第１のトランジスタのソース又はドレインの他方に電気的に接続
された第４のトランジスタと、
　ソース又はドレインの一方が前記第１のトランジスタのソース又はドレインの他方に電
気的に接続され、ソース又はドレインの他方が第２の配線に電気的に接続された第５のト
ランジスタと、
　ソース又はドレインの一方が前記第１のトランジスタのソース又はドレインの他方に電
気的に接続され、ソース又はドレインの他方が第３の配線に電気的に接続された第６のト
ランジスタと、
を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　第１のトランジスタと、
　第２のトランジスタと、
　一方の電極が前記第１のトランジスタのゲートに電気的に接続された第１の容量素子と
、
　一方の電極が前記第２のトランジスタのゲートに電気的に接続された第２の容量素子と
、
　一方の端子が前記第１のトランジスタのゲートに電気的に接続され、他方の端子が前記
第１のトランジスタのソース又はドレインの一方に電気的に接続された第１のスイッチと
、
　一方の端子が前記第１の容量素子の他方の電極に電気的に接続され、他方の端子が第１
の配線に電気的に接続された第２のスイッチと、
　一方の端子が前記第１の容量素子の他方の電極に電気的に接続され、他方の端子が前記
第１のトランジスタのソース又はドレインの他方に電気的に接続された第３のスイッチと
、
　一方の端子が前記第１のトランジスタのソース又はドレインの他方に電気的に接続され
、他方の端子が第２の配線に電気的に接続された第４のスイッチと、
　一方の端子が前記第１のトランジスタのソース又はドレインの他方に電気的に接続され
、他方の端子が前記第２のトランジスタのソース又はドレインの一方に電気的に接続され
た第５のスイッチと、
　一方の端子が前記第２のトランジスタのゲートに電気的に接続され、他方の端子が前記
第２のトランジスタのソース又はドレインの一方に電気的に接続された第６のスイッチと
、
　一方の端子が前記第２の容量素子の他方の電極に電気的に接続され、他方の端子が第３
の配線に電気的に接続された第７のスイッチと、
　一方の端子が前記第２の容量素子の他方の電極に電気的に接続され、他方の端子が前記
第２のトランジスタのソース又はドレインの他方に電気的に接続された第８のスイッチと
、
を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　第１のトランジスタと、
　第２のトランジスタと、
　一方の電極が前記第１のトランジスタのゲートに電気的に接続された第１の容量素子と
、
　一方の電極が前記第２のトランジスタのゲートに電気的に接続された第２の容量素子と
、
　ソース又はドレインの一方が前記第１のトランジスタのゲートに電気的に接続され、ソ
ース又はドレインの他方が前記第１のトランジスタのソース又はドレインの一方に電気的
に接続された第３のトランジスタと、
　ソース又はドレインの一方が前記第１の容量素子の他方の電極に電気的に接続され、ソ



(3) JP 2003-229734 A5 2008.4.3

ース又はドレインの他方が第１の配線に電気的に接続された第４のトランジスタと、
　ソース又はドレインの一方が前記第１の容量素子の他方の電極に電気的に接続され、ソ
ース又はドレインの他方が前記第１のトランジスタのソース又はドレインの他方に電気的
に接続された第５のトランジスタと、
　ソース又はドレインの一方が前記第１のトランジスタのソース又はドレインの他方に電
気的に接続され、ソース又はドレインの他方が第２の配線に電気的に接続された第６のト
ランジスタと、
　ソース又はドレインの一方が前記第１のトランジスタのソース又はドレインの他方に電
気的に接続され、ソース又はドレインの他方が前記第２のトランジスタのソース又はドレ
インの一方に電気的に接続された第７のトランジスタと、
　ソース又はドレインの一方が前記第２のトランジスタのゲートに電気的に接続され、ソ
ース又はドレインの他方が前記第２のトランジスタのソース又はドレインの一方に電気的
に接続された第８のトランジスタと、
　ソース又はドレインの一方が前記第２の容量素子の他方の電極に電気的に接続され、ソ
ース又はドレインの他方が第３の配線に電気的に接続された第９のトランジスタと、
　ソース又はドレインの一方が前記第２の容量素子の他方の電極に電気的に接続され、ソ
ース又はドレインの他方が前記第２のトランジスタのソース又はドレインの他方に電気的
に接続された第１０のトランジスタと、
を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　第１のトランジスタと、
　第２のトランジスタと、
　一方の電極が前記第１のトランジスタのゲートに電気的に接続された第１の容量素子と
、
　一方の電極が前記第２のトランジスタのゲートに電気的に接続された第２の容量素子と
、
　光電変換素子と、
　一方の端子が前記第１のトランジスタのゲートに電気的に接続され、他方の端子が前記
第１のトランジスタのソース又はドレインの一方に電気的に接続された第１のスイッチと
、
　一方の端子が前記第１の容量素子の他方の電極に電気的に接続され、他方の端子が前記
光電変換素子の一方の端子に電気的に接続された第２のスイッチと、
　一方の端子が前記第１の容量素子の他方の電極に電気的に接続され、他方の端子が前記
第１のトランジスタのソース又はドレインの他方に電気的に接続された第３のスイッチと
、
　一方の端子が前記第１のトランジスタのソース又はドレインの他方に電気的に接続され
、他方の端子が前記第２のトランジスタのソース又はドレインの一方に電気的に接続され
た第４のスイッチと、
　一方の端子が前記光電変換素子の一方の端子に電気的に接続され、他方の端子が前記第
１のトランジスタのソース又はドレインの一方に電気的に接続された第５のスイッチと、
　一方の端子が前記第２のトランジスタのゲートに電気的に接続され、他方の端子が前記
第２のトランジスタのソース又はドレインの一方に電気的に接続された第６のスイッチと
、
　一方の端子が前記第２の容量素子の他方の電極に電気的に接続され、他方の端子が配線
に電気的に接続された第７のスイッチと、
　一方の端子が前記第２の容量素子の他方の電極に電気的に接続され、他方の端子が前記
第２のトランジスタのソース又はドレインの他方に電気的に接続された第８のスイッチと
、を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　第１のトランジスタと、
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　第２のトランジスタと、
　一方の電極が前記第１のトランジスタのゲートに電気的に接続された第１の容量素子と
、
　一方の電極が前記第２のトランジスタのゲートに電気的に接続された第２の容量素子と
、
　光電変換素子と、
　一方の端子が前記第１のトランジスタのゲートに電気的に接続され、他方の端子が前記
第１のトランジスタのソース又はドレインの一方に電気的に接続された第３のトランジス
タと、
　一方の端子が前記第１の容量素子の他方の電極に電気的に接続され、他方の端子が前記
光電変換素子の一方の端子に電気的に接続された第４のトランジスタと、
　一方の端子が前記第１の容量素子の他方の電極に電気的に接続され、他方の端子が前記
第１のトランジスタのソース又はドレインの他方に電気的に接続された第５のトランジス
タと、
　一方の端子が前記第１のトランジスタのソース又はドレインの他方に電気的に接続され
、他方の端子が前記第２のトランジスタのソース又はドレインの一方に電気的に接続され
た第６のトランジスタと、
　一方の端子が前記光電変換素子の一方の端子に電気的に接続され、他方の端子が前記第
１のトランジスタのソース又はドレインの一方に電気的に接続された第７のトランジスタ
と、
　一方の端子が前記第２のトランジスタのゲートに電気的に接続され、他方の端子が前記
第２のトランジスタのソース又はドレインの一方に電気的に接続された第８のトランジス
タと、
　一方の端子が前記第２の容量素子の他方の電極に電気的に接続され、他方の端子が配線
に電気的に接続された第９のトランジスタと、
　一方の端子が前記第２の容量素子の他方の電極に電気的に接続され、他方の端子が前記
第２のトランジスタのソース又はドレインの他方に電気的に接続された第１０のトランジ
スタと、
を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　第１のトランジスタと、
　第２のトランジスタと、
　第３のトランジスタと、
　一方の電極が前記第１のトランジスタのゲートに電気的に接続された第１の容量素子と
、
　一方の電極が前記第２のトランジスタのゲートに電気的に接続された第２の容量素子と
、
　一方の電極が前記第３のトランジスタのゲートに電気的に接続された第３の容量素子と
、
　一方の端子が前記第１のトランジスタのゲートに電気的に接続され、他方の端子が前記
第１のトランジスタのソース又はドレインの一方に電気的に接続された第１のスイッチと
、
　一方の端子が前記第１の容量素子の他方の電極に電気的に接続され、他方の端子が第１
の配線に電気的に接続された第２のスイッチと、
　一方の端子が前記第１の容量素子の他方の電極に電気的に接続され、他方の端子が前記
第１のトランジスタのソース又はドレインの他方に電気的に接続された第３のスイッチと
、
　一方の端子が前記第２のトランジスタのゲートに電気的に接続され、他方の端子が前記
第２のトランジスタのソース又はドレインの一方に電気的に接続された第４のスイッチと
、
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　一方の端子が前記第２の容量素子の他方の電極に電気的に接続され、他方の端子が第２
の配線に電気的に接続された第５のスイッチと、
　一方の端子が前記第２のトランジスタのソース又はドレインの他方に電気的に接続され
、他方の端子が前記第２の容量素子の他方の電極に電気的に接続された第６のスイッチと
、
　一方の端子が前記第２のトランジスタのソース又はドレインの一方に電気的に接続され
、他方の端子が第３の配線に電気的に接続された第７のスイッチと、
　一方の端子が前記第１のトランジスタのソース又はドレインの他方に電気的に接続され
、他方の端子が前記第２のトランジスタのソース又はドレインの他方に電気的に接続され
た第８のスイッチと、
　一方の端子が前記第１のトランジスタのソース又はドレインの他方に電気的に接続され
、他方の端子が前記第３のトランジスタのソース又はドレインの一方に電気的に接続され
た第９のスイッチと、
　一方の端子が前記第３のトランジスタのゲートに電気的に接続され、他方の端子が前記
第３のトランジスタのソース又はドレインの一方に電気的に接続された第１０のスイッチ
と、
　一方の端子が前記第３の容量素子の他方の電極に電気的に接続され、他方の端子が第４
の配線に電気的に接続された第１１のスイッチと、
　一方の端子が前記第３の容量素子の他方の電極に電気的に接続され、他方の端子が前記
第３のトランジスタのソース又はドレインの他方に電気的に接続された第１２のスイッチ
と、
を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　第１のトランジスタと、
　第２のトランジスタと、
　第３のトランジスタと、
　一方の電極が前記第１のトランジスタのゲートに電気的に接続された第１の容量素子と
、
　一方の電極が前記第２のトランジスタのゲートに電気的に接続された第２の容量素子と
、
　一方の電極が前記第３のトランジスタのゲートに電気的に接続された第３の容量素子と
、
　ソース又はドレインの一方が前記第１のトランジスタのゲートに電気的に接続され、ソ
ース又はドレインの他方が前記第１のトランジスタのソース又はドレインの一方に電気的
に接続された第４のトランジスタと、
　ソース又はドレインの一方が前記第１の容量素子の他方の電極に電気的に接続され、ソ
ース又はドレインの他方が第１の配線に電気的に接続された第５のトランジスタと、
　ソース又はドレインの一方が前記第１の容量素子の他方の電極に電気的に接続され、ソ
ース又はドレインの他方が前記第１のトランジスタのソース又はドレインの他方に電気的
に接続された第６のトランジスタと、
　ソース又はドレインの一方が前記第２のトランジスタのゲートに電気的に接続され、ソ
ース又はドレインの他方が前記第２のトランジスタのソース又はドレインの一方に電気的
に接続された第７のトランジスタと、
　ソース又はドレインの一方が前記第２の容量素子の他方の電極に電気的に接続され、ソ
ース又はドレインの他方が第２の配線に電気的に接続された第８のトランジスタと、
　ソース又はドレインの一方が前記第２のトランジスタのソース又はドレインの他方に電
気的に接続され、ソース又はドレインの他方が前記第２の容量素子の他方の電極に電気的
に接続された第９のトランジスタと、
　ソース又はドレインの一方が前記第２のトランジスタのソース又はドレインの一方に電
気的に接続され、ソース又はドレインの他方が第３の配線に電気的に接続された第１０の
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トランジスタと、
　ソース又はドレインの一方が前記第１のトランジスタのソース又はドレインの他方に電
気的に接続され、ソース又はドレインの他方が前記第２のトランジスタのソース又はドレ
インの他方に電気的に接続された第１１のトランジスタと、
　ソース又はドレインの一方が前記第１のトランジスタのソース又はドレインの他方に電
気的に接続され、ソース又はドレインの他方が前記第３のトランジスタのソース又はドレ
インの一方に電気的に接続された第１２のトランジスタと、
　ソース又はドレインの一方が前記第３のトランジスタのゲートに電気的に接続され、ソ
ース又はドレインの他方が前記第３のトランジスタのソース又はドレインの一方に電気的
に接続された第１３のトランジスタと、
　ソース又はドレインの一方が前記第３の容量素子の他方の電極に電気的に接続され、ソ
ース又はドレインの他方が第４の配線に電気的に接続された第１４のトランジスタと、
　ソース又はドレインの一方が前記第３の容量素子の他方の電極に電気的に接続され、ソ
ース又はドレインの他方が前記第３のトランジスタのソース又はドレインの他方に電気的
に接続された第１５のトランジスタと、
を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　請求項３乃至請求項６のいずれか一項において、
　前記第１のトランジスタと前記第２のトランジスタは同じ導電型であることを特徴とす
る半導体装置。
【請求項１０】
　請求項７又は請求項８において、
　前記第１のトランジスタ、前記第２のトランジスタ及び前記第３のトランジスタは同じ
導電型であることを特徴とする半導体装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至請求項１１のいずれか一項に記載の前記半導体装置を用いた電子機器。
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